NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR BF 415
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL *BF 417

Compl. of BF 416 and BF 418

K Preferred device
Dispositif recommandé

Video output stages in TV sets
Etages de sortie des amplificateurs
Video dans les téléviseurs 250 V BF 415
\"/
CEO 300V BF417
h21 E (25 mA) 30 min.
fr (26 mA) 70 MHz typ.
Maximum power dissipation Plastic case  T0-126— See outline drawing CB-16 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier plastique Voir dessin coté CB-16 derniéres pages
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| Collector connected to metal
: . part of case
0 30100150 T (o0 Weight : 0,7 g. Collectsur réuni & la partie métal-
case Masse lique du boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = +25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb {Sauf indications contraires)

BF 415 BF 417

Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 250 300 \

Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 250 300 A

Emitter-base voltage v
Tension émettour-base EBO 5 [ A

Collector current 1
Courant collecteur Cc 200 200 mA

Peak collector current

Courant de créte de collecteur em 300 300 mA
Power dissipation Tcase= 25°C P 6 6 w
iy 2 .

Dissipation de puissance Tamb= 25°C ot 1,25 1,25 W

Storage temperature min, T — 55 ~ 5§ °c

Température de stockage max. stg +150 +150 °c
THOMSON-CSF 76-22 V3
OMSION SEMCONDUCTELRS.
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BF 415, BF 417

STATIC CHARACTERISTICS T =250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vag = 200V
B
|EC =0 BF 415 50 nA
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base CBO
Vap = 260V
€8 — BF 417 50 nA
g =0
Emitter-base cut-off current Ve 3v
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 'eBo 50 nA
Collector-base breakdown voltage lc = 10uA v BF 4156 | 250 v
Tension de claquage collecteur-base 'E =0 (BRICBO BF 417 300 v
Collector-emitter breakdown voltage e = 10mA V(BR CEO #® BF 415 | 250 v
Tension de clsquage collecteur-émetteur |B =0 ) BF 417 | 300 v
Emitter-base breakdown voltage e = 104A V(BR £8 5 v
Tension de claquage émetteur-base Ic 0 JEBO
Veg = 15V 2%
. . 'C = 6mA
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant v
CE =15V
lc = 25mA 30
Collector-emitter saturation voltage le =5mA v
Tension de j e é lg = 1mA CEsat 02 05 v
Vg = 15V
CE
lc = 5mA 065 09 v
Base-emitter voltage v
Tension base-émetteur BE
Veg = 15V
CE
Ic = 25mA 0,72 1 \Y
Collector-emitter saturation voltage Ilc = 15V v
Tension de ? | B = 25 mA CEsat 04 1 \Y

* Pulsed t,=300us & <2%

Impulsions
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BF 415, BF 417

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
= 30V
Output capacitance Ve c a5
Capacité de sortie IE =0 22b . F
f =1MHz
Transition f Ve = 25 mA
ransition frequency _ f
Fréquence de transition IC = 1MHz T 70 MH2z
f =20 MHz
i [ =25 mA
High frequency knee voltage [+ v _
Tension de coude en haute fréquence f =1MHz cﬁ;‘: 1F) 20 v

NOTE 1:

The high frequency knee voltage of a transistor is that value of the collector emitter voltage at which the

small signal forward current transfer ratio h21e has dropped to 80% of the value at VCE =50 V.

La tension de coude & haute fré

g e

dun

ast, par

, la valeur de Ia tension collecteur émetteur pour

laqualle le rapport de transfert direct du courant & petit signal h214 st tombé & 80% de sa valeur as50v.

hy1e

%) &

100

80

o Veek

0 Veg(V)

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance

P s (onction-portier) Reihijc) 2083 °C/W

J ion-ambient th ist

unction a[nbu{nt Ferma] resistance Rth(j-a) 100 oC/W
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